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透明電極FTOとナノ構造SnO2電極に吸着した 
CdSe量子ドットの分光増感特性と過渡応答評価 
現在、色素増感太陽電池は、Si系太陽電池
に代わる次世代型太陽電池として多くの注目
を集めている。ここで、色素増感太陽電池に
おける分光増感特性とキャリア緩和過程の評
価は、光電変換効率を向上させるための重要
な情報となる。  
CdSe量子ドットは発光材料として広く研究
されているが、色素増感太陽電池においては
有機色素に代わる増感剤として期待されてい
る。そこで、本研究では基板構造依存性を検
討するため、透明電極FTO(F-doped-SnO2)と
ナノ構造SnO2電極にCdSe量子ドットを吸着
し、光音響分光 (PAS)法から光吸収、電流変換
量子効率 (IPCE)測定から分光増感特性、過渡
回折格子 (TG)法、過渡電流 (TC)法から光励起
キャリア緩和過程の評価を行った。CdSe量子
ドットの吸着には化学浴槽吸着法を適用し、
一定温度 (10℃ )で吸着時間をパラメータとし
てCdSe量子ドットを作製した。Fig. 1とFig. 2
に、それぞれナノ構造SnO2にCdSe量子ドット
を吸着した場合のPAスペクトルとIPCEスペ
クトルを示す。吸着時間の増加に伴い光吸収
と光電流が可視光領域まで拡張していること
から、分光増感作用が確認された。また、光
吸収が吸着時間に依存して増加するのに対し
て、IPCEスペクトルの最大値はある吸着時間
で最大値を示し、その後は減少して行く傾向
にあった。一方、FTO基板上のCdSe量子ドッ
トのPAスペクトルはSnO2電極と同様の吸着
時間依存性を示すが、IPCEの最大値は吸着時
間に依存して増加する傾向にあった。Fig. 3
に、CdSe/FTO,CdSe/SnO2のTG信号を示す。
ナノ構造SnO2電極上の光励起キャリアの緩和
時間はFTO電極上での緩和時間に比べて著し
く長くなる。CdSe量子ドット間でのキャリア
の移動や、CdSe量子ドットとFTOやSnO2電極
との界面による影響が大きいことが示唆され
る。  
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Fig. 3:CdSe/FTO,CdSe/SnO2のTG信号
Fig. 2: CdSe/SnO2の IPCEスペクトル
Fig. 1: CdSe/SnO2のPAスペクトル  
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